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(57) Abstract: The invention relates to a substrate for a power or radiofrequency electronic device, comprising: * a support substrate (30)
made of polycrystalline silicon carbide, having a front face (10) and a rear face (20), said support substrate (30) being self-supporting,
and * a surface layer (1) of monocrystalline silicon carbide that extends over the front face (10) of said support substrate (30), said
substrate being characterised in that the support substrate (30) has at least one porous portion (3) extending from the rear face (20), said
porous portion (3) having a degree of porosity of greater than 5%.

(57) Abrégé : L'invention concerne un substrat pour dispositif électronique de puissance ou radiofréquence, comprenant « un substrat
support (30) en carbure de silicium polycristallin présentant une face avant (10) et une face arricre (20), ledit substrat support (30)
étant autosupporte, et » une couche superficielle (1) de carbure de silicium monocristallin s'étendant sur la face avant (10) dudit substrat
support (30), ledit substrat étant caractérisé en ce que le substrat support (30) présente au moins une portion poreuse (3) s'étendant a
partir de la face arriere (20), ladite portion poreuse (3) présentant un taux de porosité supérieur a 5 %.
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